









度論的解釈が不十分であった。本研究では Si 熱分解法により得た 1 層グラフェンを用いて，
蛍光寿命測定や単一微粒子測定などの分光測定によりエネルギー移動と電子移動の両方の可
能性を実験的，理論的側面から検討した。 
【実験】グラフェンは，高温加熱炉を用いて on-axis 4H-SiC (0001) Si面を TaC 坩堝内でエピ
タキシャル成長して得た。グラフェンの層数と均一性の評価は，共焦点顕微鏡を用いた空間
分解ラマン分光によって行った。CdTe QDs の合成は V. Kloper et al.と C. Li et al.の手法を参考
にした。ピコ秒 single photon-timing法および単一微粒子分光によりグラフェン上の CdTe QDs
の発光挙動を調べた。 
【結果と考察】グラフェン表面のラマンマッピ
ングから 2Dバンドの半値全幅(FWHM) 60 cm-1
以下の領域が 87%以上存在し，1~2 層グラフェ
ン(FWHM 65 cm-1 以下)が基板全面にできてい
ることが分かった。発光寿命測定において，グ
ラフェン上の CdTe QDs では SiC やガラス上の



















   (1)
  
nは媒体の屈折率，ωFは角振動数，kFはフェルミベクトル，Qは量子収率，λはドナーの発光
波長である。(1)式からエネルギー移動の時定数の算出を行うと，グラフェン上では τET = 60 ps

















と求まり，実験値と近い値を示した。この結果は CdTe QDs からグラフェンにエネルギー移




が確認された(図 2a，b)。Tang と Marcus の
ブリンキングモデルによれば，オン時間の確
率分布 Pon は緩和時間 τonをもって以下のべ
き剰則に従う(図 2c)。 
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すると CdTe QDsとグラフェンのH01は~260 cm
-1であり，Re-ビピリジン化合物と TiO2などの
電子移動におけるH01 (100 cm
-1-350 cm-1)と近い値を示した。【参考文献】1) Takuya Hirose, 
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